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요약

(과제) 축적용량부 (Cs) 의 면적을 화소 전극의 면적에 대하여 상대적으로 감소시키고, 종래보다도 개구율이 큰 액정
표지장치를 제공한다.

    
(해결수단) 액정층 (3) 을 협지(挾持)하는 한쌍의 투명 기판 (1, 2) 중 한 쪽의 투명 기판상 (1) 에 복수의 게이트 라
인 (7, 7') 과 복수의 소스 라인 (13) 을 교차시켜 매트릭스상으로 배열 설치하고, 이들 각 교점에 TFT (11) 가 설치
되어 있다. TFT (11) 에는 화소 전극 (19) 이 접속되어 있고, 화소 전극 (19) 마다 설치된 축적용량부 (Cs) 는 절연
막 (10) 을 사이에 두고 화소 전극 (19) 에 접속된 상부 전극 (15) 과 하부 전극이 대치하여 구성되어 있다. 절연막 (
10) 은 TFT (11) 의 게이트 절연막 (8) 과는 별개로 형성되고, 절연막 (10) 의 막두께를 작게하거나 또는 막 재료의 
비유전율을 올려 단위 면적당 용량을 늘림으로써 축적용량부 (Cs) 의 면적을 상대적으로 감소시킨다.
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대표도

도 1

색인어
액티브 매트릭스형 액정표시장치

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명 제 1 실시형태의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 단면도.

도 2 는 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 어레이기판 요부 평면도.

도 3 은 본 발명의 제 2 실시형태의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 단면도.

도 4 는 도 3 의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 어레이기판의 요부 평면도.

도 5 는 본 발명의 제 3 실시형태의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 단면도.

도 6 은 도 5 의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 어레이기판의 요부 평면도.

도 7 은 종래의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 단면도.

도 8 은 도 7 의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 어레이기판 요부 평면도.

※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1, 2 : 투명 기판

3 : 액정층

7, 7' : 게이트 라인

8 : 게이트 절연막

10 : 축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막

11 : 박막 트랜지스터

13 : 소스 라인

19 : 화소 전극

Cs : 축적용량부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적
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    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 표시화면을 구성하는 복수의 화소 전극마다 스위칭 소자인 박막 트랜지스터 (이하, TFT 라 칭한다.) 와 축
적용량부가 설치된 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 구조에 관한 것이다.

종래의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 구조를 도 7, 도 8 을 이용하여 설명한다.

도 8 은 액정층 하부의 어레이기판이라 칭하는 부분의 요부 평면도이고, 도 7 은 도 8 의 7 - 7 선에 따른 어레이기판 
단면에 액정층으로부터 상부를 부가한 전체의 단면도로 되어 있다. 도 7 에서, 액정층 (31) 이 투명 기판 (32) 과 대향
하는 투명 기판 (33) 사이로 주입, 봉지되고, 또한 편광판 (34), 편광판 (35) 이 투명 기판 (32, 33) 의 외측에 적층
되어 있으며, 투명 기판 (32) 에 설치된 화소 전극 (36) 과 투명 기판 (33) 에 형성된 공통 전극 (37) 이 대향하고 있
다.

또한, 도 8 에 도시된 바와 같이, 투명 기판 (32) 상에 주사선으로서 기능하는 서로 평행인 복수의 게이트 라인 (42) 
과 이들 게이트 라인 (42) 에 직교하는 방향으로 신호선으로서 기능하는 복수의 소스 라인 (40) 이 배선되어 있다.

게이트 라인 (42) 과 소스 라인 (40) 에 둘러 싸인 직사각형의 영역에는 투명한 화소 전극 (36) 이 배열 설치되어 있
고, 양 라인의 교차부 근방에는 화소 전극 (36) 으로의 데이터 신호 전압을 온, 오프하는 스위칭 소자로서의 TFT (38) 
가 형성되어 있다. 또, 게이트 라인 (42) 상에는 화소 전극 (36) 의 전하를 유지하는 축적용량부 (Cs) 로서의 박막 콘
덴서가 형성되어 있다.

    
TFT (38) 는 반도체층 (39), 소스 라인 (40) 에서 연장한 소스전극 (40a), 드레인 전극 (41), 게이트 라인 (42) 에
서 연장한 게이트 전극 (42a) 및 게이트 절연막 (43) 으로 구성되어 있다. 드레인 전극 (41) 은 층간 절연막 (44) 에 
설치된 콘택트 홀 (45) 에서 화소 전극 (36) 과 접속되고, 화소 전극 (36) 은 콘택트 홀 (46) 에서 축적용량부 (Cs) 
의 상부 전극 (47) 과 접속되어 있다. 축적용량부 (Cs) 는 투명 기판 (32) 상의 게이트 라인 (42) 을 하부 전극으로 
하고, 게이트 절연막 (43) 을 사이에 두고 상부 전극 (47) 이 대향한 구성으로 되어 있다.
    

종래 예의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치에서는 복수의 소스 라인 (40) 의 어느 라인에 데이터 신호 전압을 인가하
고, 또한 복수 게이트 라인 (42) 의 어느 라인에 제어 신호를 인가하면, 양 라인에 접속된 TFT (38) 가 작동하고 드레
인 전극 (41) 으로부터 화소 전극 (36) 으로 데이터 신호 전압이 인가된다. 이렇게 하여, 매트릭스상으로 배열된 화소 
전극 (36) 에 접속된 TFT (38) 를 구동함으로써, 화면상에 원하는 표시 패턴이 형성된다.

도 7 에 나타낸 바와 같이, TFT (38) 의 게이트 절연막 (43) 은 축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막으로도 
되어 있다. 양 막이 단일 공정으로 형성되기 때문에, 제조 프로세스의 간략화 시점에서는 바람직한 방법이고, 그 막두께
는 보다 높은 전압을 소요하는 TFT (38) 의 게이트 절연막 (43) 에 대한 절연 내압을 만족하도록 정해지고 있다.

그러나, 축적용량부 (Cs) 에 요하는 전압은 축적용량부 (Cs) 의 구성방법에 따르기도 하지만, TFT (38) 에 요하는 전
압의 1/2 내지 1/4 이고, 절연 내압에서 요구되는 막두께는 TFT (38) 의 게이트 절연막 (43) 보다도 작아도 된다. 즉, 
종래 예의 축적용량부 (Cs) 의 게이트 절연막 (43) 막두께는 절연 내압의 측면에서는 과도한 막두께로 되어 있다.

축적용량부 (Cs) 의 면적은, 화소 전극 (36) 의 구동에 필요한 소정의 전하 축적용량을, 축적용량부 (Cs) 를 구성하는 
박막 콘덴서의 단위 면적당 축적용량에서 제하고 구한다. 이 단위 면적당 축적용량은 게이트 절연막 (43) 의 비유전율
과 막두께에서 일의적으로 정해지기 때문에, 이를 기초로 하여 축적용량부 (Cs) 의 면적이 정해진다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

액티브 매트릭스형 액정표시장치에서는 그 표시 품위를 향상시키기 위해서는 광투과율 즉 개구율을 크게 할 필요가 있
다. 고정세화가 되어 화소 사이즈가 작게 되면 축적용량부 (Cs) 가 차지하는 면적이 상대적으로 크지게 되며, 그 결과 
개구율이 저하하게 된다. 이를 백라이트의 밝기로 보충하고자 하면, 소비전력이 증가하게 된다.
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개구율을 높이기 위해서는, 축적용량부 (Cs) 의 면적을 감소시켜야만 하지만, 종래 구조에서, 축적용량부 (Cs) 의 절
연막은 TFT (38) 게이트 절연막 (43) 과 동일하고, 그 막두께가 주로 TFT (38) 의 내압으로 정해지기 때문에, 축적
용량부 (Cs) 에서 독자적으로 단위 면적당 용량을 늘리수 없었다. 따라서, 축적용량부 (Cs) 의 소정 용량을 확보하면
서 그 면적을 감소시킬 수 없게 되며, 고정세화에 의하여 개구율이 저하하는 문제점이 있었다.

본 발명의 목적은, 상기 과제를 해결하고 축적용량부의 면적을 화소 전극의 면적에 대하여 상대적으로 감소시키고, 보
다 큰 개구율을 가진, 액티브 매트릭스형 액정표시장치를 제공하는데 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 액정층을 협지하는 한쌍의 투명 기판중의 한 쪽의 투명 기판상에 복수 
게이트 라인과 복수 소스 라인을 교차시켜 매트릭스상으로 배열 설치하고, 이들 각 교점에 박막 트랜지스터를 배열 설
치하고, 이들 박막 트랜지스터에 접속되어 이루어진 화소 전극 마다 축적용량부가 설치되고, 이 축적용량부의 용량을 
구성하는 절연막이 상기 박막 트랜지스터를 형성하는 게이트 절연막과는 다른 막으로 형성되고, 상기 축적용량부가 상
기 화소 전극에 접속된 상부 전극과 상기 절연막을 사이에 두고 대치하는 하부 전극으로 구성된 것을 특징으로 하고 있
다. 이로 인하여, 축적용량부의 단위 면적당 용량을 TFT 의 게이트 절연막과는 독립하여 설정하는 것이 가능하며, 그 
용량을 늘림으로써 축적용량부의 면적을 상대적으로 감소시킬 수 있다.
    

또한, 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 하부 전극상의 절연막의 평탄한 영역에만 상부 전극이 형성되어 
있다. 이로 인하여, 하부 전극의 주변부에 생기는 절연막 단차부에서 절연 파괴가 일어나기 어려워지므로, 축적용량부
에 요하는 절연 내압에 따라 절연막의 막두께를 보다 얇게 설정할 수 있게 되고, 축적용량부의 단위 면적당 용량을 한층 
증가시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 축적용량부의 용량을 구성하는 절연막과 게이트 절연막이 동일 재
료로 이루어지고, 축적용량부의 막두께가 게이트 절연막의 막두께보다도 작다. 이로 인하여, 게이트 절연막의 성막 공
정을 절연막의 막제조에 이용할 수 있으며, 제조 프로세스를 복잡화하지 않고, 축적용량부의 단위면적당 용량을 늘리고 
그 면적을 상대적으로 감소시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 축적용량부의 용량을 구성하는 절연막이 게이트 절연막보다도 비
유전율이 큰 재료로 이루어져 있다. 이로 인하여, 축적용량부의 단위면적당 용량을 늘리고 그 면적을 상대적으로 감소
시키는 효과를 갖는 것이다.

(발명의 실시형태)

이하, 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 실시형태를, 도면에 의하여 설명한다.

도 1, 2 는 본 발명의 제 1 실시형태를 나타낸 것이다. 도 2 가 어레이 기판부분의 요부 평면도이고, 도 1 은 도 2 의 1 
- 1 단면에 액정층에서 상부를 부가한 전체 단면도이다.

도 1, 2 에서 유리로 이루어진 투명한 기판 1 과 2 의 사이에 액정층 (3) 이 협지되어 있다. 투명 기판 (1) 상에는 게
이트 라인 (7, 7') 및 게이트 전극 (7a) 이 형성되고, 이를 덮도록 막두께 3000 ∼ 5000Å 의 게이트 절연막 (8) 이 
형성되어 있다.
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게이트 절연막은 질화규소 (SiNx) 등으로 이루어지며, 게이트 라인 (7') 의 상부에서는 Cs 용 개구부 (9) 가 설치되어 
있다. 게이트 절연막 상에는, 축적용량부 (Cs) 의 용량을 형성하기 위한 절연막 (10) 이 형성되어 있다. 또한, 이하 설
명에서는 축적용량부 (Cs) 의 절연막을 간단하게 절연막이라고 칭하고, 그외의 절연막은 그 기능을 부가하여 게이트 
절연막, 층간 절연막 등으로 칭한다. 절연막 (10) 은 유전율이 높은 재료, 예를 들면 SiNx, 산화 탄탈 (Ta 2 05 ) 등과 
같은 탄탈산화물 (TaOx) 로 구성되며, 게이트 절연막 (8) 보다도 얇은 막두께로 형성된다. 이 실시형태에서는, 게이트 
절연막 (8) 과 같은 SiNx 을 채용하며, 막두께는 축적용량부 (Cs) 의 절연 내압을 확보하기에 충분한 500 ∼ 1500Å 
의 범위가 적당하다.

TFT (11) 은 게이트 전극 (7a) 의 상방에서 절연막 (10) 상에 설치되어 있고, 아몰퍼스 실리콘 (     -Si) 등으로 이
루어진 반도체층 (12) 의 채널 형성 영역의 양측에 소스 라인 (13) 으로 부터 연장하는 소스전극 (13a) 과 드레인 전
극 (14) 이 적층되어 형성되어 있다. 이 경우, 본래의 게이트 절연막 (8) 에 절연막 (10) 을 겹친 2개의 층은 TFT (
11) 전체의 게이트 절연막으로서 기능한다. 축적용량부 (Cs) 는 하부 전극으로서의 게이트 라인 (7') 과 상부 전극 (
15) 이 절연막 (10) 을 사이에 두고 대치하여 구성되어 있으며, 상부 전극 (15) 은 절연막 (10) 의 평탄한 영역에만 
형성되어 있다. 이로 인하여, 절연막 (10) 의 단차부에서 절연파괴가 일어나기 어렵게 되어 막두께를 얇게 할 수 있으
며, 이에 대응하여 축적용량부 (Cs) 의 단위 면적당 용량이 증가한다.

이들 소스 라인 (13), 소스 전극 (13a), 드레인 전극 (14) 및 상부 전극 (15) 은 크롬 (Cr), 몰리브덴 (Mo), 알루미
늄 (Al) 등과 같은 금속으로 이루어진 막두께 1000 ∼ 3000Å 의 동일한 막으로 형성할 수 있다. 제 1 실시형태에서
는, 축적용량부 (Cs) 의 하부 전극으로서 게이트 라인 (7') 을 사용하였지만, 게이트 라인 (7') 과는 별도로 전용배선
을 설치하여 하부 전극으로 하여도 된다.

    
층간 절연막 (16) 은 감광성 폴리이미드 등의 고분자 재료로 이루어진 막두께 1 ∼ 3㎛ 의 막으로 이루어지며, TFT 
(11), 상부 전극 (15) 및 절연막 (10) 을 덮어 씌워 형성되어 있고, 드레인 전극 (14) 과 상부 전극 (15) 의 각각에 
이르는 콘택트 홀 (17, 18) 이 형성되어 있다. 또한, 층간 절연막 (16) 상에는, 인듐규소산화물 (ITO) 등으로 이루어
지며 막두께가 500 ∼ 1500Å 인 화소 전극 (19) 이 콘택트 홀 (17, 18) 를 사이에 두고, 드레인 전극 (14), 상부 전
극 (15) 에 각각 접속되도록 형성되어 있다. 또한, 투명 기판 (2) 에는 투명 기판 (1) 과 대향하는 면에 ITO 등으로 
이루어진 공통전극 (4) 이 형성되어 있으며, 투명 기판 (1, 2) 의 외면 각각에 편광판 (5), 편광판 (6) 이 설치되어 있
다.
    

도 2 에 나타낸 바와 같이, TFT (11) 은 매트릭스상에 배치된 복수의 소스 라인 (13) 과 게이트 라인 (7, 7') 의 교차
부 근방에 형성되어 있다. 또, 축적용량부 (Cs) 는 화소 전극 (19) 에 접속된 상부 전극 (15) 과 다른 화소 전극 TFT 
(도시 생략) 에 접속된 게이트 라인 (7') 이 절연막 (10) 을 사이에 두고 겹쳐져서 형성되어 있다. 여기서, 게이트 라
인 (7') 은 축적용량부 (Cs) 의 하부 전극에 대응한다.

이러한 축적용량부 (Cs) 를 갖춘 투명 기판 (1) 은 다음과 같이 형성한다.

먼저, 투명 기판 (1) 상에 복수의 게이트 라인 (7, 7') 과 그곳에서 부터 연장하여 TFT (11) 의 게이트 전극 (7a) 이 
되는 금속막을 Cr, Mo, Al 등과 같은 재료를 이용하여 성막하고, 에칭에 의하여 패터닝한다. 그후, TFT (11) 의 게이
트 절연막 (8) 을 성막하고, 축적용량부 (Cs) 가 되는 게이트 라인 (7') 위 부분을 에칭에 의하여 제거하여, Cs 용 개
구부 (9) 를 형성한다. 게이트 절연막 (8) 을 SiNx 로 하는 경우는 일반적으로 CVD 에 의한 성막법을 이용한다.

    
다음, 축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막 (10) (이 실시형태에서는 TFT (11) 에서 게이트 절연막 (8) 에 
적층되고, 게이트를 구성하는 막의 1 부가 되기도 한다.) 을 전면에 동시에 성막한다. 그후, TFT (11) 의 채널부가 되
는 반도체층 (12) 을 형성한다. 그 후, 소스 라인 (13) 과 거기로부터 연장하는 소스전극 (13a), 드레인 전극 (14), 
축적용량부 (Cs) 의 상부 전극 (15) 을 형성하는 금속막을 스퍼터법에 의하여 성막한 후, 패터닝하여 TFT (11) 및 축
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적용량부 (Cs) 를 형성한다. 또한, 상부 전극 (15) 은 하부 전극으로서의 게이트 라인 (7') 상에 있는 절연막 (10) 의 
평탄한 영역에만 형성한다.
    

그 후, 감광성 유기재료의 스핀 코트에 의하여 층간 절연막 (16) 을 형성하고, 콘택트 홀 (17, 18) 의 부분을 포토리소
그라피 방법으로 제거한 후, 화소 전극 (19) 가 되는 투명 도전막을 스퍼터법에 의하여 성막하고, 이어 에칭에 의하여 
패터닝하여 화소 전극 (19) 을 형성한다. 화소 전극 (19) 은 콘택트 홀 (17) 의 드레인 전극 (14) 과 콘택트 홀 (18) 
의 축적용량부 (Cs) 의 상부 전극 (15) 과 접속한다.

이렇게 하여, 제조된 투명 기판 (1) 과 이에 대향하는 공통 전극 (4) 이 형성된 투명 기판 (2) 을 서로 붙이고, 양측의 
공극부(空隙部)에 액정을 주입, 봉합한 후, 양측에 편광판 (5, 6) 을 적층하여, 본 발명의 제 1 실시형태의 액티브 매트
릭스형 액정표시장치를 완성한다.

제 1 실시형태에서는 축적용량부 (Cs) 의 절연막 (10) 을 종래예의 1/3 정도 이하로 얇게 할 수 있고, 이에 대응하여 
단위 면적당 용량이 증가한다. 그 결과, 축적용량부 (Cs) 의 면적이 화소전극 (19) 의 면적에 비해 상대적으로 감소하
고, 종래예에서는 약 40% 가 한계라고 하던 개구율을 55% 로 향상시킬 수 있었다.

    
도 3 및 4 는 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 제 2 실시형태를 나타낸 것이다. 도 4 는 어레이 기판 부분
의 요부 평면도이고, 도 3 은 도 4 의 3 - 3 단면에서 액정층에 상부를 부가한 단면도이다. 이 실시형태에서는, TFT 
(11) 의 게이트 절연막 (8) 의 성막과, 이 막의 게이트 라인 (7') 의 상부를 에칭 제거하기까지는 제 1 의 실시형태의 
경우와 동일하다. 다음, TFT (11) 의 반도체층 (12) 을 형성하고, 그 후 소스 라인 (13) 과 그로부터 연장하는 소스 
전극 (13a), 드레인 전극 (14), 축적용량부 (Cs) 의 하부 전극의 일부를 이루는 보조 전극 (20) 으로 이루어지는 금속
막을 성막하고, 게이트 라인 (7') 상의 제 1 절연막 (8) 을 에칭 제거한 Cs 용 개구부 (9) 로부터 노출된 게이트 라인 
(7') 에 적층하고, 이 게이트 라인 (7') 과 함께 축적용량부 (Cs) 의 하부 전극을 구성한다.
    

    
이어, 축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막 (10) 을 TFT (11) 를 포함하는 전역에 걸쳐 성막하고, 드레인 전
극 (14) 에 대한 콘택트 홀 (21) 의 영역만 에칭한다. 또한, 제 1 실시형태와 동일한 방법으로 층간 절연막 (16) 을 적
층하고, 드레인 전극 (14) 에 대한 콘택트 홀 (17) 및 축적용량부 (Cs) 로 이루어지는 영역, 즉 보조전극 (20) 의 위
에 있는 절연막 (10) 의 평탄한 영역을 포토리소그라피 방법으로 제거한다. 또한, 이 공정은 절연막 (10) 을 형성한 후 
바로 층간 절연막 (16) 을 적층하고, 층간 절연막 (16) 의 콘택트 홀 (17), 그 후 절연막 (10) 의 콘택트 홀 (21) 의 
영역을 순차적으로 에칭해도 된다.
    

이 실시형태에서는, 축적용량부 (Cs) 의 상부 전극 (15) 을 화소 전극 (19) 과 같은 투명도전막만으로 형성한다. 따라
서, 축적용량부 (Cs) 의 전역에 걸쳐서 화소 전극 (19) 이 형성됨과 동시에, 절연막 (10) 상의 평탄한 영역에 상부 전
극 (15) 이 형성되도록 층간 절연막 (16) 을 제거 해야만 한다. 그 후, 투명도전막을 성막하고, 화소 전극 (19), 축적
용량부 (Cs) 의 상부 전극 (15) 을 패터닝하여 동시에 완성한다.

    
이 실시형태에서의 효과는 기본적으로 제 1 실시형태 경우와 동일하지만, 축적용량부 (Cs) 의 절연막 (10) 이 TFT (
11) 의 작용에 영향을 미치는 게이트 절연막을 구성하는 막으로는 사용되고 있지 않는 것이 제 1 실시형태와의 다르다. 
이와 같은 구조에 의해, TFT (11) 의 성능에는 전혀 영향을 주지않고 축적용량부의 절연막 (10) 을 선정할 수 있다. 
예를 들면, 단위 면적당의 용량을 늘리기 위하여 SiNx 보다도 비유전율이 높은 TaOx 등의 재료를 채용하는 것이 비교
적 용이하다. 또한, 부차적인 효과로서, 게이트 라인 (7, 7') 의 상당 부분에 보조 전극 (20) 이 적층되어 두꺼운 두께
가 되기 때문에, 게이트 라인 (7, 7') 전체의 배선 저항이 감소한다는 효과도 기대할 수 있다.
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제 2 실시형태에서도, 축적용량부 (Cs) 의 절연막 (10) 으로서 게이트 절연막 (8) 에 이용한 SiNx 를 그대로 사용하
는 것은 아무런 문제가 없으며, 그 경우 바람직한 막두께는 제 1 실시형태의 경우와 동일하다. 다른 막에 대해서도, 특
별히 기술하지는 않지만 제 1 실시형태의 막 재료와 막두께가 제 2 실시형태에서도 우수한 결과를 나타낼 것으로 기대
할 수 있다.

도 5, 6 은 본 발명의 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 제 3 실시형태를 나타낸 것이다. 도 6 은 어레이 기판 부분의 
요부 평면도, 도 5 는 도 6 중 5 - 5 단면에 액정층에서 상부를 부가한 단면도이다.

이 실시형태에서도, 제 2 실시형태의 개념에 따라서, 축적용량부 (Cs) 의 절연막 (10) 은 TFT (11) 의 게이트 절연막
을 구성하는 막으로서는 사용하지 않는다. 반도체층 (12) 의 형성까지는 제 2 실시형태와 동일한 프로세스로 제작한다.

    
다음, 축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막 (10) 을 전면에 막형성하고, 반도체층 (12) 상부의 소스전극 (13
a), 드레인 전극 (14) 의 각각에 전기적으로 접속되는 영역과 채널부로 이루어지는 영역을 에칭에 의하여 제거하여 콘
택트 홀 (22) 을 형성한다. 그 후, 소스 라인 (13) 과 그로부터 연장하는 소스전극 (13 a), 드레인 전극 (14), 축적용
량부 (Cs) 의 상부 전극 (15) 으로 이루어지는 금속막을 전면에 성막하고 에칭에 의하여 패터닝한다. 또한, 상부 전극 
(15) 은 하부전극으로서의 게이트 라인 (7') 위에 있는 절연막 (10) 의 평탄한 영역에만 형성한다. 이 후의 층간 절연
막 (16) 의 성막, 포트리소스그라피의 공정 및 투명 도전막의 성막, 패터닝에 의한 화소 전극 (19) 의 형성은 제 1 실
시형태의 경우와 동일하다.
    

이 실시형태에서는, 제 2 실시형태와 동일하게 축적용량부 (Cs) 의 절연막 (10) 선정의 자유도가 증가함과 동시에, T
FT (11) 의 소스전극 (13a) 및 드레인 전극 (14) 과 게이트 전극 (7a) 간의 막두께가 절연막 (10) 의 막두께분만큼 
크게되기 때문에 절연 내압성이 향상하는 효과도 있다. 상기 제 2, 제 3 실시형태에서도 개구율을 제 1 실시형태의 경
우와 거의 같게 55% 정도까지 향상시킬 수 있다.

    발명의 효과

    
본 발명은 축적용량부 (Cs) 가 화소 전극과 접속된 상부 전극, 절연막, 및 이 절연막을 사이에 두고 대치하는 하부전극
으로 구성되며, 상기 절연막은 TFT 의 게이트 절연막과는 다른 막으로 형성한다. 따라서, 게이트 절연막과는 독립하여 
축적용량부 (Cs) 의 용량을 구성하는 절연막의 막두께를 작게 하거나, 또는 막 재료의 비유전율을 올리는 수단을 취할 
수 있고, 단위면적당의 축적용량을 늘리는 것이 가능하게 된다. 그 결과, 소정의 전하용량을 유지하기 위한 축적용량부 
(Cs) 의 면적을 화소 전극에 대하여 상대적으로 감소시킬 수 있게 되며, 고정세의 액정표시장치에서도 보다 큰 개구율
을 실현할 수 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정층을 협지하는 한쌍의 투명 기판중의 일측의 투명 기판상에 복수의 게이트 라인과 복수의 소스 라인 (13) 을 교차
시켜 매트릭스상으로 배열 설치하고, 이들 각 교점에 박막 트랜지스터를 배열 설치하고, 이들 박막 트랜지스터에 접속
되어 이루어진 화소 전극마다 축적용량부가 설치되고,

상기 축적용량부는 상기 화소 전극에 접속된 상부 전극과 절연막을 사이에 두고 상기 상부 전극과 대치하는 하부전극을 
구비하며, 상기 축적용량부의 용량치 (capacitance)를 결정하는 상기 절연막은 상기 박막 트랜지스터를 형성하는 게이
트 절연막과는 다른 막으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시장치.

청구항 2.
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제 1 항에 있어서,

상기 하부 전극 상의 절연막의 평탄한 영역에만 상기 상부 전극이 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 액티브 매트
릭스형 액정 표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 절연막은 상기 게이트 절연막과 동일 재료로 이루어지고,

상기 절연막의 막두께를 상기 게이트 절연막의 막두께보다도 작게 한 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시
장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 절연막은 상기 게이트 절연막보다도 비유전율이 큰 재료로 이루어진 액티브 매트릭스형 액정 표시장치.

도면
도면 1
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其他公开文献 KR1020010021016A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

[问题]减少存储电容器部（CS）相对相对于所述像素电极的区域的面
积，并且提供比现有的液晶装置盖的更大的开口比。      [解决问题的手
段]液晶层3，辊隙（挟持）一对透明基板（1,2）上的（7,7“）的一侧上
的透明基板（1）上的多条栅极线和多条源极线安装由相交矩阵布置在
13，而这些都是为每个交叉点处的TFT（11）。和TFT（11）具有与像
素电极19连接，为每个像素电极19设置的存储电容部分Cs由上电极15和
下电极构成，上电极15和下电极连接到像素电极19，其间具有绝缘膜
10。绝缘膜10与TFT11的栅极绝缘膜8分开形成，并且通过减小绝缘膜
10的膜厚度或提高膜材料的相对介电常数来增加每单位面积的电容而形
成， Cs）相对减少。        - 1 -   1 指数方面 有源矩阵类型液晶显示器

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5a6ec5c8-83ce-4c26-87e9-80281a6d77c6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/016109703/publication/KR100376338B1?q=KR100376338B1

